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「ホウ素ドープグラフェン」は、高性能電子デバイスや、リチウムイオン電池の負極材料とし

て、近年ナノ科学分野で注目されている[1]。しかし、従来の化学気相成長（CVD）法や電熱反応

では、分子量、エッジ形状、ドーピング様式が揃っていない混合物が得られることから、精確な

電子状態の解明には至っていない。今回我々は、単一化合物として、ホウ素ドープされたナノグ

ラフェンの有機合成に成功し、その分子構造と電子状態を明らかにした[2]。 

我々は既に、チオフェン環を含む縮合多環式π共役系の中央に３配位ホウ素を１つ導入した分

子骨格の合成に成功している[3]。次の標的化合物として、ナノグラフェンの炭素をホウ素で置き

換えた化合物 1 を考えた。化合物 1 は、直交したπ共役骨格をもつ前駆体 2 に対して、酸化的縮

環反応を施すことにより合成した。一般に有機ホウ素化合物は酸素や水に不安定であり、安定に

取り扱うためにはかさ高い置換基や窒素原子などを導入する必要があるが、化合物 1 は空気中室

温で充分に安定であり、シリカゲルカラムにより分離が可能であった。X 線結晶構造解析から、

48個の sp2炭素と 2個の平面 3配位ホウ素から構成される 15環式のハニカム構造を確認すること

ができた。分子軌道、電気化学特性、パッキング構造に及ぼす置換基の効果について報告する。 
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